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(54) Sv3tlocitlivy roztok pro fotolept s vysokou adhezi

Vynalezem je pozitivnd pracujic{ svétlocitlivy roztok pre fotolept vhodrny pro pouZiti
v elektrotechrickém primyslu v ridznych techrikach fotoleptu, vyhodné pfi fotolitografickém
procesu v polovodidové technologii. Svétlocitliva vrstva plripravend z roztoku slouZi jake
ochrana podlo?ky pri leptén{.

Sv*tlocitliva vrstva pou?ita v tomto vyndlezu je zaloZena na svitelné citlivosti deri-
vath o-naftochinor-1,2-diazid(2)-5-sulfonové kyseliny; tyto derivaty se svétlem rozkladaji
a pteemvkujf ra deriviat inderkarbonové kyseliry, ktery je rozpustny ve zfedénych alkalifch
a d& se vyvolinim tinito roztoky z podloZky odstranit,

Aby cvétlocitlivy roztok mél filmotvorné vliastnosti, musi vedle svétlocitlivé latky
obsahovat vysokomolekularnf pryskyfici. V technécké praxi se nejvice k tomuto ulelu pouZf-
véji fenolaldehydové novolakové pryskytice. Tyto latky, & kdy? nejsou samy o sobé ke svétlu
citlivé, majf rozhodujic{ vyznam pro fyzikilni a mechanické vlastnosti svitlocitlivé vrstvy,
jako je jejf adheze k podloZce, pruinost, odér apod. Tyio faktory hraji d*leZitou roli ze-
“jména v polovntiZové technologii pii vyrohd integrovanych obvodii, mikroprocesord a transis-
toril. V§voj této tecirolozie sm3fuje stdle k v3tsi miniaturizaci, coZ klade stéale v&t3i né-
roky na vlastnoati svitlositlivych vratev, zejména na j-jich rozliSovaci Rchopndst a odolnost
v 1epty. Z tohoto hledic<ka je nejvyznamn’ j3{ adheze svétlocitlivé vrstvy k povrchu polevo-
4igd, zvlastd kysliérfku kFfemilitému. bovolakoié fenolaldehydové pryskyfice jsou kFehké;

jejich adheze k povrchu polovodidh je pro tyto naroéné ulely nedostatedna,
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Dochdzi k naruSeni hranové ostrosti kopfrovanych obrazcd, k zaoblenf rohd a odplaveni minia-
turnich ostrivkd fotolaku v leptacf lazni. Kromé toho rozdil rozpustnosti exponrované a ne-
exponované vrstvy ve vyvojce je maly a vyladuje zvySenou kortrolu vyvolavacfho procesu,
Podstatrého zlepSeni vlastnost{ svétlocitlivého roztoku pro fotolept obsahujiciho v
organickém rozpoustédle rozpu$tdnou svAtlocitlivou ldatku na basi derivatd o-naftochinondi~
azidosulfonové kyseliny, fenolaldehydovou novolakovou pryskyfici a/nebo jinou vysokomoleku-
lirnf latku a popfipad® jiné pemocné 1l4atky, jako jsou napffklad barviva a smadedla se dosa-
uje roztokem podle vyndlezu, jeho% podstata spodfvé v tom, e svétlocitlivy roztok dale
obsahuje 0,2 aZ 20 ¥ adamantanu a/nebo alespon jednoho z derivath oﬁecného vzorce I,

CH
e ~
cay, <y “cu,

CH /jC-——-R .
CH, (1)

kde R je halogen, skupina -0H nebo C H°n+1C0NH- kde je n malé &islo v intervalu 1 aZ 4,

Vyhodou svétlocitlivého roztoku podle vynélezu Je. %e obsahuje vedle obvykl§ch kompo-
nent,,tJ. svétlocitlivé 14tky a novolakové pryskyfice také adamantan a/nebo jeho derivéty.
Tyto latky v dﬁsledku své zvlastni geometrické struktury v malém pfidavku odstranujf kfeh-
kost sv8tlocitlivé vrstvy, zvyduji jejf elastidnost a tim i adhezi k podloZce. Déle sniuji
rozpustnost neexponované vrstvy ve vyvojce, pfifem? rozpustnost vrstvy exponované zhstiva
ste jnd, takZe celkovy rozdfl rozpustnosti se zvy$uje. To umo’inuje lepif zvladnut{ vyvolava-
ciho procesu, vrstva neni tak citlivd na pFevolari, co? je vfhodné ze jména pfi pouzitfi vy-
voldvacich aﬁtomatﬁ. Pro zlepSeni ostatnich vlastnost{ sv&tlocitlivého roztoku je woZno pfi-

**dat do roztoku dal3{f latky, naptfklad vysokomolekulyrnf polymery pro zv§3enf viekozity roz-
toku, barviva pro ‘zlepSenf visudlni kontroly zpracovéni svi&tlocitlivé vrstvy aj.

_Pii pripravé svitlocitlivého roztoku se postupuje tak, %e svitlocitlivad litka, novolake-
v4 pryskyfice, adamantan a/nebo. jeho derividty, popffpad3 dal3f pomocné l&tky se rozpusti 2a
@fchéni v organickém rozpoustédle, napFiklad v l-metoxy-2-acetoxyethanu, v jeho emisi e 2-
-ethoxyethanolem, xylenem apod. :motnostni pomér Jednotlivich komponent me mi*e po“yhovat v
Sirokém rozmezi. Hmotnostni ohsah svAtlocitlivé latky v suiind se obvykle pohyhuje v rozmezf
15 aZ 40 % a hmotnostni obsah adamantanu a/rebe jeho derivatd Je udinny v $irokém rozmez{i 3
aZ 40 %. Zbytek v suiind tvof{ filmotvorné vysokdﬁolekularni pryskytice. Celkovd 'motnostni
koncentrace pevnych latek v roztoku zavisf na sfle svitlocitlivé vrstvy, kterou choeme pfipravih
a na 7p sobu ovrstvovidni a pohybuje se v $irokém rozmezi 5 a% 40 %.

PFi ovrstvovéani podloiky takto piipravenych svétlocitlivimiroztokem je moino pou’ft hix3-
né techniky polevu, jako je odstfedivé litf, mafen{, stffkinf nebo strojnf polsv oustavou
valed. Jako podloZka miiZe slouzit kfemikovi destidka s vrstvou oxidu, m8d43nd cuprextitové

deska, hlinfkova folie aj. Po polevu je tfeba vrstvu dokonale dosulit pfi zvysené teploté
60 az 80 °C. Expozice vrstvy se provadi rtutovou vybojkou nebo jingm zdro jem svétla s boha-
tym obsahem ultrafialovych paprski. Vyvoladnf svétleeitlivé vrstvy se provad{ pomoc{ vodnych
alkalickych roztokd, jejich? koncentrace musi byt volena podle sloXerf{ a vlastnost{ lilmo-

tvorné pryskyfiee. PFi pouiitf mirnfch leptadel Jje moZno podle’ku = vyvolanou svétlocitlivou:
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vrstvou ponofit ihned do leptadla. Leptani v agresivrich leptadlech vyZaduje dal3f su$eni
svdtlocitlivé ‘'vrstvy po jejim vyvolani, a to v rozmezf 100 aZ 110 °%. Teplota suSeni musi
b§t volena tak, aby nedochazelo k deformaci kopirovanych etruktur; Ma konec fotolitografic~-
kého procesu se zbytk.y'odstrani rbzﬁuéténim v organickém rozpoudtédle, silné alkalickém
roztoku nebo spalenim v proudu kysliku.
rifiklad 1
Pripravi se svétlocitlivy roztok nésledujicfho sloZeni : ‘
3,1 ¢ svét}ocitlivé latky - monoesteru 2,2-(bis)4-hydroxyfenyl)-propanu a 1,2-raftochinon-
42)-diazido-5- sulfonové kyseliny '
5,5 g fenolformaldehydové novolakové pryskyfice, acetylované ze 15 % na -0l skupiné,
3,8 g adamantanu v
43,8 g xyleru a
43,8 g l-metoxy-2-acetoxyethanu.
pfiklad 2
piipravi e sv3tlocitlivy roztok nasledujiciho slo7eni
6 g svétlocitlivé latky dle pfikladu 1,
18 g m-kresolformaldehydové pryskyfice,
6 g 1-hrnmadamaﬁtanu,
17,5 ¢ 2-ethoxyethanolu a
52,5 g l-methoxy-2-acetoxyethanu.
Pfiklad 3
rfipravi <e svétlocitlivy roztok nasledujiciho sloZeni
5 g svétlocitlivé 14tky podle pfikladu 1,
17,5 g m-kresolformaldehydové pryskyfice,
2,5 ¢ l-chloradamantanu,
18,8 ¢ 2-etoxyethanclu a
56,2 g l-methoxy-2-acetoxyethanu
priklad 4
piipravi se svitlocitlivy roztok ndsledujiciho slezend
4 g svdtlecitlivé latky podle prikladu 1,
2 g l-hydroxyadamantanu, -
14 g m-kre<olformaldeiydové pryskyfice,
20 g 2-ethoxyethanolu a _
60 g l-methoxy-2-acetoxyethanu.
priklad 5
:P?ipravi.se svétlocitlivy roztok nasledujfcitio sloZeni
5,6 g ev&tlocitlivé l4tky dle pfikladu 1, '
18,2 ¢ m-krésolrormaldehydové pryskyfice,
4,2 g l-acetylaminoadamantanu,
18 g 2-ethoxyethanolu.5

54 g l-met joxy-2-acetoxyethanu.
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Pfiklad 6

Pfipravi se svétlocitlivy roztok nasledujiciho sloZeni :
6 g'svétiocitlivé latky dle pfikladu 1,

i

18 g m-kresolformaldehydové pryskytice,

6 g polyvinylmethyletheru,

6 g l-bromadamantanu,

0,17 g barviva Viktoria modf B,

17,5 g butylacetatu, '

17,5 xylenu a

35 g l-methoxy-2-acetoxyethanu

Priklad 7

Ptipravi se svétlocitlivy roztok nasledujficiho <loZeri :
5 g svitlocitlivé latky -esteru p-terc.butylfenolu 1,2 naftochinon-2-diazido=5-sulfonové
kyseliny,

20 g m-kresolacetaldehydové pryskyfice,

5 g l-bromadamantanu a

75 g l-methonyQ-acetoxyethan.

P#{klad 8

Pripravi se siétlocitlivy roztok nasledujicitio sloZeni:
6 g svitlocitlivé latky dle prikladu 1,

16 g m-kresolformaldehydové pryskyrice,

4 g l=-bromadamantanu,

2 g adamantanu,

35 g 2-ethoxyethanolu a . -
105 g l-methoxy-2-acetoxyethan.,

Svétlocitlivy roztok podle vynilezu je urlen pro elektrotechnicky ppimysl. Zejména je
vhodny pro aplikaci v polovodidové technologii pfi vyrob& mikroprocesoridl, integrovanych ob-
vodd a transistord, k'e zvySena adheze svdtlocitlivé vrstvy k povrchu kyslidniku kfemiditého
dovoluje vérnd reprodukovat obrazce s mikron~-vymi rozméry q_minimélnim podlepténim, Rovnéi
dobrd je adheze k povrchu kovi, napfiklad hliniku a chroﬁu. které se vbpolovodiéové teéhno-
logif pouZivajf prfi vyrobd masek a vodivych spoji. Krom& toho lze téchto latek pou?it k pfi-
pravé svétlocitlivych vretev na médénych destifkach pfi vyrohd pleingch spoji, k ovrstveni
kovov§ch folif pfi chemickém obrabéni apod.
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PREDMET VYNALEZU

Svétlocitlivy roztok pro fotolept, ohsahujici v organickém rozpoustidle rozpu3tinou avétlo-
citlivou latku na basi derivatd 1,2-naftochinondiazidosulfonové kyseliny, ferolaldehydovou
novolakovou pryskyfici a/mebo jinou vysokomolekuldrri latku a popffpad® jiné pomocné latky,
jako jsou napfiklad barviva a smadledla, vyzraleny tim, ie roztok déle obsahuje 0,2 aZ 20 %

adamantanu a/nebo alespon jednoho z jeho derivitil obecnéhe vzorce I,

_LH_
2/

CH H,
l CH,

cH \l§\~ cC——R
// aLjy
cH -
/

CHy™ - \\cao

\

kde R je halogen, skupiry -0il nebo CnH,n+IC0h1-, kde n je malé %islo v intervalu 1 az 4,
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